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[摘　要]　集成电路是信息社会的基石,当前集成电路的发展仅靠缩小器件尺寸已经难以为继,未
来格局将由后摩尔时代新器件技术决定,其基础研究正面临着新材料、新结构、新原理等诸多挑战.
基于国家自然科学基金委员会第２３１期双清论坛会议成果,本综述围绕超越摩尔定律微电子发展

路径中的核心问题,总结了国内外集成电路领域近年来取得的主要研究进展,探讨了以能效、功耗、
复杂度、容错度为牵引的后摩尔时代微电子前沿研究方向,分析了我国在该领域亟需关注和解决的

重要基础科学问题.
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　　２０１９年４月１２—１３日,国家自然科学基金委

员会第２３１期双清论坛“超越摩尔定律的微电子发

展路径”在北京召开.来自全国各高等院校、中国科

学院各科研院所和中国电子科技集团公司等２４家

单位的４０余名专家学者围绕神经形态器件、Beyond
CMOS器件、传感器件、射频与功率器件以及DTCO
与EDA技术等议题展开深入研讨,对未来５~１０年

国家自然科学基金如何支持微电子领域的研究工作

提出了具体建议.

１　后摩尔时代微电子科学研究面临的重大

机遇与挑战

１．１　微电子科学研究的战略意义

自１９５８年第一块集成电路诞生以来,以集成电

路为核心的微电子技术被认为是信息社会发展的驱

动器.微电子产业已经超过诸多传统产业,发展成

为全球经济增长的支柱产业,越来越多的国家开始

孙玲　博士,现任国家自然科学基金委员

会 信 息 科 学 部 四 处 信 息 器 件 项 目 主 任,
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黎明　 博 士,北 京 大 学 微 纳 电 子 学 系 教

授,主要从事纳米尺度 MOS器件、三维集

成工艺等研究,作为课题负责人先后承担

了国家０２专项、科技部重点研发计划等多

个重大科技课题,至今发表学术论文８０余

篇,获得国际授权专利１４项.

重视其相关技术的发展.近年来,我国微电子技术

发展迅速,涌现出以中芯国际、海思半导体、新潮科

技等为代表的一批集成电路制造、设计与封测企业.
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然而,受限于技术、人才和资金等多方面的因素,我
国微电子产业与美国等发达国家还有明显差距,从
图１[１]给出的过去２０年我国集成电路消费与生产对

比曲线可以看出,集成电路的生产还远不能满足市

场需求,仍旧要依赖于进口.
随着物联网、云计算、大数据、人工智能以及５G

等新兴技术应用需求的快速增加,微电子产业在国

民经济和国防建设中的战略地位日益凸显.２０１４
年６月,国务院印发的«国家集成电路产业发展推进

纲要»中指出:集成电路产业是信息技术产业的核

心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、
基础性和先导性产业.２０１８、２０１９年中兴和华为相

继被美国制裁的事件不仅暴露出美国对高新技术领

域的防范,还充分说明了“关键核心技术是要不来、
买不来、讨不来的.只有把关键核心技术掌握在自

己手中,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全

和其他安全”[２],同时也暴露了我国的高科技产业,
特别是微电子产业,与世界先进水平的差距.发展

自主产权的高科技产品,加快微电子产业的自主知

识产权布局迫在眉睫.国家自然科学基金“十三五”
发展规划在“学科布局与优先领域”中将微纳集成电

路和新型混合集成技术列为优先资助领域之一.

１．２　微电子科学发展面临的挑战与机遇

自集成电路发明以来,其工艺技术一直遵循着

摩尔定律不断进步,如今最小线宽已达到几个纳米,
进入了量子物理和介观物理的范畴,由此产生了诸

如费米钉扎、库伦阻塞、量子隧穿、杂质涨落及自旋

输运等物理现象[３].延续了五十余年的摩尔定律遇

到的这些物理障碍,使得基于硅的CMOS技术依靠

单纯尺寸缩小来提升集成度面临着物理原理和工艺

技术的巨大挑战.另一方面,随着晶体管密度的增

加,单位面积内的功耗也越来越大,由此产生的巨大

热量严重影响了集成电路的高频性能和可靠性.例

如,从１９９７年到２０１０年,CMOS器件的栅长缩小了

约３００倍,但能耗密度增加了近１０万倍,时钟频率

只提高了２０００倍左右[４].功耗已然成为微电子产

业发展的另一挑战.
当前,微电子发展正处于理论技术变革迅猛的

重要时期,延续摩尔定律(MoreMoore)和超越摩尔

定律(MorethanMoore)是其发展的两个重要方面.
一方面,为了延续摩尔定律,解决纳米尺度器件面临

的短沟道效应、高泄漏电流和６０mV/dec的亚阈值

摆幅限制等问题,以 FinFET 技术为标志的后摩尔

时代新器件技术已经到来.CMOS器件从平面进入

三维FinFET时代是解决功耗问题的必然选择,而

FinFET从发明到实用历时１４年,到２０２５年,传统

CMOS微缩可能面临终结,新原理、新结构或新材料

的器件必将登上历史舞台,在这种机遇期,基础研究

显得尤为重要.另一方面,当集成电路工艺达到

２０nm和１４nm时,每百万门的成本非但没有继续下

降反而略有上升[５],单纯的缩小线宽失去了市场价

值.超越摩尔定律则致力于在一个很小的空间内集

成传感器件、射频器件、功率器件以及处理器等更多

的功能来提高系统的集成度.单个芯片上的异质集

图１　我国集成电路供需对比[１]
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成技术、系统级封装(SiP:SysteminPackage)技术

开始得到广泛关注,量子器件、自旋器件、神经形态

器件等新型信息器件也逐步开始崭露头角.加强后

摩尔时代微电子技术的基础研究,对未来微电子产

业的发展及其产业格局意义深远.

２　微电子领域研究现状及重要成果

２．１　神经形态器件

２．１．１　人工突触器件的基本机理与发展现状

生物突触的特性表现在控制前后神经元连接的

强度及突触强度的可塑性,受此启发,神经形态突触

器件利用电子材料表现出的电阻特性模拟生物突触

的连接强度,并且从外部电极端口对突触器件的电

阻进行调制.按照突触器件所含有的端口数的不

同,可以将突触器件分为两端器件、三端器件和多端

器件等,其区别在于执行信号传递的路径和权重调

制的路径不同.两端神经形态突触器件主要是忆阻

器,根据机理不同可分为阻变存储器(RRAM)、相变

存储器(PCM)、磁存储器(MRAM)等,这类器件的

信号传递路径与权重调制路径为同一路径,均为上

电极 下电极.三端人工突触器件包含浮栅晶体管

(FloatingＧgateFET)、铁电晶体管(FeFET)、电化学

存储器(ECRAM)或突触晶体管等,此类器件的信

号传递路径与权重调制路径是不同的,其中信号传

递路径为漏极 源极,而权重调制路径为栅极 源极.

２００８年Nature报道了首个实验制备出的神经形态

突触器件———忆阻器[６],２０１７年 NatureMaterials
报道了利用扩散性的神经形态器件实现了突触可塑

性[７],２０１９年,Science报道了利用离子型浮栅存储

器件进行神经形态计算等[８].
对于人工神经网络应用来说,人工突触器件的

电学特性是其应用表现的决定性因素.突触器件的

重要电学特性包括模拟电导状态数、高低阻比值、电
导调制的线性度和对称性、电导稳定性、电导调制的

耐用性和器件良率.前四个电学特性影响着应用的

性能,其中模拟电导状态数决定每次电导调制的步

长,高低阻比值影响器件所能存储的信息量,电导调

制的线性度和对称性决定着神经网络应用训练时的

收敛能力.后三个电学特性决定应用的鲁棒性,其
中电导稳定性和电导调制的耐用性决定器件能否长

时间的进行推理和训练操作,器件良率影响神经网

络应用的可行性.目前,人工突触器件的工艺及材

料组成还处于不断变化发展中.
２．１．２　人工神经元器件的基本机理与发展现状

要构成完整的神经网络,除了人工突触器件之

外,还需要可以模拟生物神经元功能的人工神经元

器件.相比于突触神经形态器件的研究,神经元神

经形态器件的研究进展相对有限,其中一个主要原

因是生物神经元的多样化发放行为难以通过现有器

件以低功耗、低硬件成本的方式精准模拟.２０１３
年,惠普实验室的研究人员在 NatureMaterials杂

志上报道了两个莫特忆阻器以及电阻、电容元件模

拟 HodgkinＧHuxley(HH)神经元功能的方法,其中

每个莫特忆阻器与一个电容并联,分别代表了 HH
神经元模型中的钠离子和钾离子通道,这种方法相

比传统 CMOS神经元电路更易于小型化[９].IBM
苏黎世研究中心于２０１６年展示了随机相变神经元

电路,用相变材料的结晶化过程代替传统CMOS神

经元的电荷积累过程模拟神经元的积累发放特性,
同时相变物理过程能有效模拟生物神经元带来的固

有随机性,有助于支持生物启发的群体编码等功

能[１０].北京大学基于忆阻器和晶体管级联结构,用
低硬件代价实现了视网膜神经元的积累发放功能,
并搭建了基于此神经元的视网膜边缘检测网络,实
现了图像处理功能[１１].

２．１．３　神经形态器件集成与应用

神经形态器件规模化集成是其实现大规模应用

的关键,而规模化集成受器件的制备工艺与 CMOS
工艺的兼容性等因素制约.目前,大部分基于无机

材料的神经形态器件均能与 CMOS工艺兼容.从

国际前沿研究来看,面向神经形态器件的芯片集成

规模一直在上升,由１k发展至最近的４M.最近的

国际电子学权威期刊 NatureElectronics报道了６４
个突触器件和８个神经元器件组成全神经形态器件

的神经网络,并完成了图案分类的演示[１２].清华大

学２０２０年在Nature杂志上报道了基于多个忆阻器

阵列的存算一体硬件系统,每个阵列集成了２k个突

触器件,成功部署了多层卷积网络,结合混合训练的

方法,在手写数字集上识别准确率高于９６％,同时

能效比 TeslaV１００GPU高出１１０倍[１３].由于神经

形态器件支持三维集成,未来的器件密度将进一步

提高,从而能够完成更复杂的应用.

２．２　BeyondCMOS器件

２．２．１　低功耗自旋电子学器件及芯片研究进展

相比传统CMOS器件而言,自旋电子学器件在

尺寸微缩上不会受到物理效应的限制,存储密度不

断提高.同时,自旋电子学器件具有极低的操作功

耗,数据写入速度可小于１纳秒,非常有潜力替代

SRAM 和 DRAM 作为数据处理芯片的主存储器,
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解决逻辑运算单元与数据存储单元间的速度失配问

题.在后摩尔时代,自旋电子学器件必将会扮演重

要的角色.然而,自旋电子学存储器件同样面临一

些技术难题:(１)数据写入时,电流密度会大幅度升

高,会造成读写干扰及器件击穿等可靠性问题;
(２)高阻态与低阻态间的比值不够高,局限在２．５
以下,造成较高的读取错误率.

２．２．２　基于二维层状半导体的新型逻辑存储架构

新型二维层状半导体具有原子层级别的厚度,
单层情况下其厚度可小于１nm.当采用二维层状半

导体作为晶体管沟道时,可以大幅度削弱小尺寸下

的短沟道效应,从而降低漏电流;同时,二维层状半

导体具有完备的材料体系和丰富的能带结构,从而

可以从能带设计出发开展新机理电子器件研究.并

且二维层状半导体的表面不存在悬挂键,当二维层

状半导体之间进行相互堆叠时,不会存在晶格失配

的问题.２０１９年 Nature评述论文指出:二维层状

半导体材料非常有潜力使得摩尔定律进一步向前

推进.
目前,基于二维层状半导体的新型逻辑存储架

构已经取得了一定的突破性进展.通过能带设计,
基于二维层状半导体异质结结构的半浮栅存储器在

实现数据高速写入的同时,数据可保持长达１０s的

时间(准非易失数据存储)[１４],引入局域场后,数据

保持能力还可大幅提高５３５％[１５].同时,这一结构

在采用纳米探针调控异质结极性后,光电探测响应

率提高３００倍[１６].利用单个二维层状半导体晶体

管实现的逻辑门,相比 CMOS工艺技术,有效减少

了晶体管的使用数量,提升了面积使用效率.不仅

如此,逻辑运算结果还可进行原位存储,不再需要通

过数据总线进行传输,实现数据计算与存储的一体

化集成[１７].将这一新结构用于 SRAM 集成中,成
功实现了目前集成电路研究领域中最少构建单元的

２T２RSRAM[１８].
然而,二维层状半导体的规模化应用还需要攻

克许多难关,比如大面积二维层状半导体的高质量

生长、可控性掺杂等.

２．２．３　极端条件下CMOS与半导体量子器件研究

进展

　　当前各种新型应用场景对电子器件的要求日益

苛刻:更低的功耗、更低的噪声、更快的响应速度以

及更强的环境适应能力等.例如,对于太空探测应

用环境而言,传统的CMOS器件温度工作区间为零

下５５℃至１２５℃,而太阳系各行星表面的最低温度

可达零下２２９℃、最高温度可达１７５℃,器件必将面

临严重失效的问题.同时太空中器件会受到高辐照

效应影响,例如单粒子效应、电离总剂量效应以及位

移损伤效应等,同样会造成器件失效.因此,需要充

分利用新型材料以及新型结构在极端环境下的性能

优势开发新型元器件,并搭建极端工作环境对器件

的性能进行验证与改善.
相比于从材料和结构上改进电子元器件在极端

条件下的性能,充分利用量子效应等新型原理开发

新型元器件同样也是当前的研究热点之一.继法国

格勒诺布尔大学成功研制２位半导体量子处理器之

后,谷歌公司又推出７２位的超导量子处理器,展现

了量子器件在数据处理上的巨大应用潜力.除了量

子处理器以外,近年来,关于量子随机数发生器、量
子参数放大器、量子传感器、单色光源、纠缠光源等

量子功能器件的研究层出不穷,部分甚至已经商用

化[１９２１].我国在量子器件应用上也取得了一定的成

果,例如中国科技大学与本源量子合力研制的量子

参数放大器,温度噪声低于４００mK,接近标准量子

噪声极限水平[２２].

２．３　面向全方位智能感知的传感器件

早期的微传感器主要基于在集成电路制造工艺

基础上发展起来的平面加工技术,三维微加工技术

的发展促进了多种新型微器件的诞生,纳米科学技

术的进步及其与微加工技术的结合推动了微纳传感

器的发展,传感技术与集成电路、无线通信、信息处

理等技术交叉融合促进了无线传感器网络和物联网

的兴起.人工智能技术的发展,有望进一步推动智

能感知和智能控制技术的进步.智能传感器的发展

呈现以下趋势:
(１)从单一的物理感知发展到全方位感知.传

感器从物理传感器发展到光传感,再到生化传感器,
并与人工智能等信息技术深度融合,形成智能传感

系统.
(２)微纳传感器从中低精度向高精度发展.随

着技术的进步,近年来惯性传感器等微纳传感器从

中低精度向高精度、高 附 加 值 发 展.例 如,借 助

MicroＧPNT计划,美国波音公司将 MEMS陀螺精

度推进到０．１°/h以内.超灵敏传感器可以实现单

光子、电子电量、分子质量和声子测量,为基础物理

研究、量子计算机和量子通讯等提供了有力的工具,
并形成高端仪器设备.

(３)微纳制造技术进一步发展.作为实现微器

件与微系统的基础,微纳加工、封装技术不断发展.
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加工特征尺寸和精度从微米向纳米发展,逐步趋近

于集成电路的加工尺度,结构上将从单层准三维结

构向多层复杂三维结构发展.
(４)集成化芯片系统更加受到重视.进入２１

世纪以来,集成化芯片系统,即将敏感器件、微执行

器、专用集成电路(ASIC)与微能源(micropower)等
集成在同一芯片上,不仅可以大大降低系统的体积

和功耗,还可以提高系统的性能与可靠性,已经成为

微电子领域和传感器领域的热门方向,也是世界各

国争相发展的重要战略方向之一.

２．４　功率与射频器件

２．４．１　功率半导体材料与器件

功率半导体芯片是超越摩尔定律的重要组成部

分,制造功率半导体芯片的材料从传统的 Si向以

SiC、GaN 为代表的宽禁带半导体材料发展,此外,
近年来出现的超宽禁带半导体 Ga２O３ 和金刚石拥

有近５~１０倍于 GaN和SiC的Baliga指数,成为下

一代理想的功率半导体器件材料.
大尺寸Si基GaN是目前GaN基功率半导体器

件以及Si与 GaN 器件异质集成的主要平台,主要

得益于:(１)晶圆尺寸的增大使单位面积材料的成

本不断降低,目前Si基GaN外延能实现１２英寸,基
于蓝宝石(散热较差)和SiC衬底的晶圆主要为６英

寸,且SiC成本较高;(２)可兼容 CMOS工艺,有效

降低 GaN功率电子器件的制造成本[２３];(３)利用Si
基 GaN平台有望实现 GaN 功率器件、射频器件和

Si逻辑控制电路及驱动IC的单片集成[２４,２５].尽管

美国康奈尔大学基于 GaN 的强极化效应实现了 P
型沟道的 GaN外延结构[２６],但二维空穴气(２DHG)
的迁移率偏低,需要从能带调控和载流子散射机制

方面探索制约２DHG输运特性的科学问题,为推动

Si基 GaN 类 CMOS器件乃至Si与 GaN 的异质集

成奠定物理基础.另一方面,Si与 GaN两种不同半

导体器件的集成,不仅涉及两种材料的外延兼容性

和界面控制问题,SiＧCMOS和 GaNＧHEMT 的工艺

和器件结构的多维度兼容性也是实现多功能智能功

率器件的瓶颈.
在超宽禁带材料和器件方面,我国与国际水平

正处于并跑状态,其中,氧化镓电力电子器件亟需解

决沟道外延材料质量差、界面态密度高、欧姆接触电

阻大、器件的功率指数过低以及难以实现增强型器

件等核心科学问题.由于金刚石的 P型与 N 型较

难掺杂等因素,需要开展金刚石超宽禁带半导体外

延生长、掺杂技术及核心装备研究,金刚石缺陷和杂

质的表征与抑制方法研究以及氢终端金刚石表面导

电稳定性研究等.

２．４．２　微波毫米波、太赫兹器件

学术 界 和 产 业 界 对 GaN 材 料 和 GaN 基

HEMT器件进行了多年的研究,但目前器件的特性

仍不理想,尤其是功率指标方面.目前比较成熟的

毫米波功率器件主要采用 AlGaN 势垒来解决击穿

电压低的问题,但由于 AlGaN 势垒材料较厚,高频

情况下短沟道效应引起的关态特性恶化导致其效率

下降明显.为克服短沟道效应,国际上也同时发展

了采用 AlN、InAlN、InAlGaN 势垒和 N 面 GaN 等

异质结构,利用其超薄势垒或背势垒的优势制作高

频、超高频器件,但由于 AlN、InAlN 势垒过薄以及

N面 GaN表界面态难以调控等条件的制约,器件工

作电压和输出功率受到限制.此外,受材料生长质

量的限制,器件关态漏电较大、工作效率减低,造成

整体功率特性并不理想.
针对毫米波功率器件效率的瓶颈问题,我国学者

在采用低损伤刻蚀工艺的基础上,采用自对准低温等

离子体表面氧化技术,有效抑制了超薄势垒厚度引起

的泄露电流增加现象及器件超短沟道所引起的短沟

效应等问题.制备的栅长１００nm的 AlGaN/GaN毫

米波器件,关态漏电低至１０－９ A/mm量级[２７].

２．５　DTCO与EDA技术

集成电路的发展一直与电子设计自动化(EDA:

ElectronicDesignAutomation)技术相伴而行,无论

是集成电路的前端设计还是后端设计,都离不开

EDA工具的支持.随着微电子工艺技术的持续进

步和集成电路规模的不断扩大,EDA 的重要性急剧

增加,当前其面临的问题主要有:
(１)设计工艺协同优化方法(DTCO:Design

TechnologyCoＧOptimization).设计与工艺协同优

化是当前先进微电子技术中一个关键且紧迫的课

题.DTCO 的提出与纳米尺度 CMOS技术中出现

的一个重要科学问题密切相关,即器件的随机涨落,
称为统计涨落性或可变性(variability).DTCO 通

过在先进工艺节点的研发初期,引入电路单元性能

功耗 面积 成本(PPAC)和良率(yield)的新要求,协
同制造 设计ＧEDA三方信息,从而实现对产品的有

效评估.目前 DTCO 方法流程和相关技术正处于

不断探索中.
(２)敏捷设计方法.集成电路芯片从构想到成

品不仅时间长而且资本投入大,为此,美国 DARPA
在电子复兴计划中提出了IDEA 项目,研究通过机
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器学习等方法以及高层次描述提升集成电路设计效

率和能力,最终实现非专业化电子系统自动设计.
(３)存算一体设计方法学.存算一体设计方法

是克服存储 计算分离的有效手段,可实现更高的吞

吐率和能效,满足人工智能、物联网、超算等应用的

数量级能效提升.在EDA工具方面,目前需要解决

图计算等新计算范式的自动编译和近存计算自动编

译等问题.

３　后摩尔时代微电子领域未来的主要研究

方向和科学问题

　　针对目前我国集成电路芯片领域存在的瓶颈和

未来发展趋势,与会专家学者坚持基础研究与产业

需求相结合,以解决相关基础问题为目标,经过深入

研讨和分析,凝练了后摩尔时代微电子发展的重大

关键科学问题,提出未来５~１０年微电子学科在以

下几个方向的发展建议:
(１)神经形态计算方向:一方面注重神经形态

器件与集成技术研究,揭示材料物性与器件神经形

态特性的内在关联、神经形态器件多场输运机理与

调控机制,探索神经形态器件大规模互联与类脑集

成架构等.另一方面关注类脑芯片与智能系统研

究,掌握器件非理想因素对智能系统的影响规律,优
化材料 器件 电路 架构协同设计方法,创新脑启发

的新原理神经网络与算法等.
(２)BeyondCMOS器件方向:需要深入探究与

硅融合的新材料多参数调控规律,面向能效提升的

新器件机理;研制非易失自旋存算一体器件及芯片,
基于二维半导体本征材料特性的新原理器件以及半

导体量子芯片与量子计算系统等.
(３)智能传感器件方向:超高灵敏传感器的材

料、原理和跨尺度集成,面向复杂传感量的多域、
多场传感器的异质异构集成,多传感器、微能源、
电路三维异质异构巨集成设计与制造,复杂多传感

信号的智能处理,针对多样化应用的生物学、信息

科学、机械学交叉融合以及面向物联网和健康医疗

应用的多传感器集成微系统都是有待深入研究的

问题.
(４)功率与射频器件方向:一方面需要深入开

展基于新材料、新结构和新原理的功率半导体器件

和集成研究,包括超结功率 MOS器件的三维电荷

平衡机理,宽禁带和超宽禁带半导体器件的表界面

态钝化与界面态起源,载流子输运以及抗辐照特性

以及兼容CMOS的宽禁带半导体智能功率芯片与

异质集成等.另一方面需要继续开展面向下一代

移动通信的射频器件和芯片研究,包括高效微波毫

米波太赫兹器件与集成电路,GaN 微波毫米波大

功率器件在高压大动态、高温、重离子辐照条件下

的可靠性失效机理以及多物理场条件下的电磁兼

容等.
(５)EDA和 DTCO方向,需要从 EDA中的机

器学习方法、面向新架构新电路的设计方法学、基
于新器件的电路和系统架构自动设计以及新器件

模型和设计与工艺协同优化方法等多方面开展

研究.

４　总结与展望

器件的基础创新是微电子产业发展的基石,随
着摩尔定律推进并达到物理极限,基于新原理、新材

料和新结构的半导体器件引发集成电路工艺变革,
后摩尔时代已然到来.本次论坛研讨了超越摩尔定

律的核心研究内容和重要的前沿进展,展望了超越

摩尔定律的低功耗、多样化、智能化器件及其与材

料、架构的协同设计研究对后摩尔时代微电子路径

的突破性和颠覆性前景,初步凝练了超越摩尔定律

发展路径上的基础科学问题和关键挑战,从交叉、融
合、协同等角度提出了前沿性和战略性的重点发展

方向,对促进我国微电子前沿研究再上新高度起到

积极推动作用.
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Abstract　Asthefoundationstoneofmoderninformationsociety,thedevelpopmentofintegratedcircuit
nowadaysisdifficulttobecontinuedonlybyreducingthedevicesizebutthenewdevicetechnologiesinpost
Mooreera．Therefore,thefundamentalresearchofintegratedcircuitisfacingmanynewchallenges,such
asnew materials,newstructuresandnew principles．Focusingonthecoreissuesofmicroelectronics
developmentbeyond MooresLawsuchasenergyefficiency,powerconsumption,complexityandfault
tolerance,thisreviewsummarizestherecentmainresearchprogressinintegratedcircuitdomesticand
abroad,exploresthefrontierdirectionsofmicroelectronicsinpostMooreeraaccordingtothediscussionon
the２３１stShuangqingforumofNSFC．Finally,thekeyscientificproblemsinthisfieldareputforward,

whichshouldbepaidcloseattentiontoandsolvedbyChineseresearchers．

Keywords　microelectronics;integratedcircuit;MooresLaw;postMoore;newdevice;scientificissues
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